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Abstract 
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(6) The intermetallic compound contains at least one of the elements Ti, N, C, Nb, Ta, Cr, Ni, Au, ^r, uu, v, 
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@ Rontgenbildverstarker mit einem Eingangsleuchtschi 

(57) Die Erfindung betrifft einen Rontgenbildverstarker (RB 
1, RB 2, RB 3, RB 4) mit einem Eingangsleuchtschirm (3, 
3'), welcher einen aus einem Aluminium oder aus einem 
wenigstens eine Aluminiumlegierung umfassenden Ma- 
terial ausgebildeten Trager (4, 4') aufweist, wobei der Tra- 
ger (4, 4') auf einer Oberflache mit einer wenigstens im 
Wesentlichen homogenen Schicht (5, 5', 5", 12) versehen 
ist, die wiederum mit einer Rontgenieuchtstoffschicht (6, 
6') versehen ist. 
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Bcschrcibung 

|0OOl] Die Erfindung bezieht sich auf einen Rontgenbild- 
verstarker mil eincni Eingangsleuchtschinn. 
10002] Die Aufgabe eines Rontgenbildverstarkers besteht 5 
im Wesentlichen darin, auf den Eingangsleuchtschinn tref- 
fende Rontgenstrahlung in ein sichtbares Bild hoher Lcucht- 
dichte umzuwandeln. Von eincr Rontgenstrahlenquelle aus- 
gehende und beim Durchtrilt durch ein Untersuchungsob- 
jekt geschwachte Rontgenst rah lung durchdringt dabci ein 10 
Eingangsfenster des ein Vakuunigehause umfassenden 
Rontgenbildverstarkers und trifft auf den Eingangsleucht- 
schinn innerhalb des Vakuunigehauses auf. Der Eingangs- 
leuchtschinn umfasst im Wesentlichen einen beispielsweise 
aus Aluminium ausgebildeten und im Allgenieinen eine ge- 15 
wolbte Oberflache aufweisenden Trager, auf dem eine im 
Wesentlichen Casiumjodid umfassende Rontgenleuchtstoff- 
schicht aufgctragcn ist. Ein Rdnigcnlcuchtst.ofTist.cinc Sub- 
stanz, die unterdem Einfluss von Rontgenstrahlung das Pha- 
nomen der Lumineszenz zeigt. Insbesondere Einblatt- 20 
Leuchtstofffolien sind in der DE 695 02 832 T2 offenbart. 
Der Eingangsleuchtschinn kann demnach auf ihn treffende 
Rontgenstrahlung in ein oplisches Bild umwandcln. 
[0003] Aus der DE 43 42 219 C2 ist es bekannt, dass der 
Trager des Eingangsleuchtschinnes gleichzeiiig das Ein- 25 
gangs fen ster des Rontgenbildverstarkers bilden kann. Bei 
dieser Ausfuhrung ist die Ronlgenleuchlstoffschichl direkt 
auf einer Oberflache des Eingangsfensters, die in das Innere 
des Vakuunigehauses zeigt, aufgetxagen. 

1 0004] Die Eigenschaf ten des Eingangsleuchtschinnes be- 30 
stimmen maBgeblich die Bildqualitat des gesainten Ronl- 
ge n b i Id verstarkers . 

[0005] Nachteilig an bekannten Rontgenbildverstarkern 
ist, dass durch den Herstellungsprozess der im Allgenieinen 
gewolbten Oberflache des Tragers eine Textur im Alumi- 35 
nium auftritt. Diese Textur, d. h. eine bevorzugte krisallo- 
graphische Lage der Oberfiachengitterebenen, bewirkl, dass 
ein epitaklischcs Aufwachsen der im Wesentlichen Casium- 
jodid aufweisenden Rontgenleuchtstoffschicht nicht isotrop 
und daher auch nicht homogen geschieht. Eine homogene 40 
Rontgenleuchtstoffschicht ist jedoch maBgeblich entschei- 
dend fur eine gute Bildqualitat. 

[0006] In der DE 19841 772 A 1 ist deshalb vorgeschla- 
gen, auf dem Substral fiir die Rontgenleuchtstoffschicht eine 
die Oberflache des Substrates glattende Zwischenschicht 45 
aufzubringen. 

[0007] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, 
einen Rontgenbildverstarker der eingangs genannten An 
derart auszufuhren, dass seine Rontgenleuchtstoffschicht. 
moglichst homogen ausgebildet ist. 50 
[0008] Nach der Erfindung wird diese Aufgabe gelost 
durch einen Rontgenbildverstarker mil einem Eingangs- 
leuchtschinn, welcher einen aus einem Aluminium oder aus 
einem wenigstens eine Aluminiumlegierung umfassenden 
Material ausgebildeten Trager aufweist^ wobei der Trager 55 
auf einer Oberflache mit einer wenigstens im Wesentlichen 
homogenen Schicht verschen ist, die wenigstens eine inter- 
metallische Verbindung aufweist und mit einer Rontgen- 
leuchtstoffschicht versehen ist. Durch das Auftragen der ho- 
mogenen Schicht wird der Einfluss der Textur kompensien. 60 
Aufgrund der wenigstens im Wesentlichen homogenen 
Struktur der homogenen Schicht wird ein moglichtst isotro- 
pes und hoinogenes Aufwachsen der RontgenleuchtstofT- 
schicht ennoglicht. Des Weiteren kann diejenige Oberflache 
der homogenen Schicht, auf die die RontgcnlcuchtstotT- 65 
schicht aufgetragen wird, insbesondere relativ glatt ausge- 
bildet werden, was sich ebenfalls positiv auf die homogene 
und istrope Struktur der Rontgenleuchtstoffschicht auswir- 
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ken kann. 

|0009J Nach Variantcn der Erfindung weist die intermctal- 
lischc Verbindung wenigstens eines der Elementc Ti, N, C, 
Nb, Ta, Ct, Ni, Au, 7.r, C^u, V Mn, Fe, Co. C'le, Mo, Pd, Ag, 
Sb, Hf, W, Pi oder Hartchrom oder Ni-Cr- Verbundschichten 
umfasst. Die intennetallische Verbindung ist nach Ausfuh- 
rungslbnnen der Erfindung in voneilhafter Weise durch ein 
PVD (Physical Vapor Deposition) Verfahren oder durch ein 
CVD (Chemical Vapor Deposition) Verfahren oder durch 
Bedampfen oder durch elektrolytisches Beschichten hcr- 
stellbar. 

[0010] Die Aufgabe wird auch gelost durch einen Ront- 
genbildverstarker nut einem Eingangsleuchtschinn, welcher 
einen aus einem Aluminium oder aus einem wenigstens eine 
Aluminiumlegierung umfassenden Material ausgebildeten 
Trager aufweist, wobei der Trager auf einer Oberflache mit 
einer wenigstens im Wesentlichen homogenen Schicht ver- 
schen ist, die wenigstens cine nach dem Sol-CJcl- Verfahren 
hergestellte Oxidschicht aufweist und mit einer Rontgen- 
leuchtstoffschicht versehen ist. Nach A u sfu h rungs tonne n 
der Erfindung kann die Oxidschicht wenigstens eines der 
Oxide Ti0 2 , Al 2 0 3 . Zr0 2 , Si0 2 , CaO. MgO oder Chrom- 
oxide umfassen. 

[0011] Die Aufgabe wird auch gelost durch einen Ront- 
genbildverstarker nut einem Eingangsleuchtschinn, welcher 
einen aus einem Aluminium oder aus einem wenigstens eine 
Aluminiumlegierung umfassenden Material ausgebildeten 
Trager aufweist, wobei der Trager auf einer Oberflache mit 
einer wenigstens im Wesentlichen homogenen Schicht ver- 
sehen ist, die wenigstens eine amorphe und mittels eines 
Haft verrni tilers an die Oberflache des Tragers angeordnete 
Kohlenstoffschicht aufweist und mil einer Rontgenleucht- 
stoffschicht versehen ist. Nach Varianten der Erfindung um- 
fasst der Haft vennit tier 11, Si, oder Ta. 

[0012] Wenn der aus einem Aluminium oder aus einem 
wenigstens eine Aluminiumlegierung umfassenden Material 
ausgebildete Trager des Eingangsleuteschirmes ein Ein- 
gangsfensier des Rontgenbildverslarkers bildet, konnen Ma- 
terial- und Fertigungsaufwand bei der Herstellung des Ront- 
genbildverslarkers vennindert und soniit die Fenigungsko- 
sten des Rontgenbildverstarkers reduziert werden. 
[0013] Eine Variante der Erfindung sieht vor, dass die 
Rontgenleuchtstoffschicht des Rontgenbildverstarkers im 
Wesentlichen Casiumjodid aufweist. 

|0014] Ausfuhrungsbeispiele der Erfindung sind in den 
beigelegten schematischen Zeichnungen dargestellt. Es zei- 
gen: 

[0015] Fig. 1 in teil weise geschnittener Darstellung einen 
Rontgenbildverstarker, der ein Eingangsfenster und einen 
einen Trager umfassenden Eingangsleuchtschirm aufweist, 
[0016] Fig. 2 in teilweise geschnittener Darstellung einen 
Rontgenbildverstarker, dessen Trager des Eingangsleucht- 
schinnes das Eingangsfenster des Rontgenbildverstarkers 
bildet, 

[0017] Fig. 3 in teilweise geschnittener Darstellung einen 
Rontgenbildverstarker, dessen Trager mil einer Oxidschicht 
versehen ist, und 

[0018] Fig. 4 in teilweise geschnittener Darstellung einen 
Rontgenbildverstarker, dessen Trager mit einer amorphen 
Kohlenstoffschicht versehen ist. 

[0019] Der in Fig. 1 dargesteilte erfindungsgemaBe Ront- 
genbildverstarker RB 1 weist ein in an sich bekannter Weise 
aus einem Aluminium oder Edelstahl umfassenden Material 
ausgebildetes Vakuunigehause 1 auf, das an seiner Slirnseite 
mit eincni fiir Rontgenstrahlung transparcntcn Eingangsfen- 
ster 2 abgeschlossen ist. Das Eingangsfenster 2 ist im Falle 
des vorliegenden Ausfuhrungsbeispieles aus Aluminium 
ausgebildeten. Von einer in Fig. 1 nicht dargesiellten Ront- 
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genstrahlcnquellc ausgchcndc und bcim Durchtrill durchcin 
cbenfalls nichi dargcslclltcn Untcrsuchungsobjekl ge- 
schwachtc Rontgcnsirahlung kann demnach das Eingangs- 
fenster 2 durchdringen und auf einen Kingangsleuchlschirm 
3 auflrcffcn, der hinlcr dem Eingangsfenster 2 ini Inncrcn 
dcs Vakuumgehauscs 1 ange,ordnet isj und von nicht darge- 
stellten Hallcrn getragen wird. 

10020] Der Eingangsleuchtschirm 3 umfassl im Falle dcs 
vorliegendcn Ausfuhrungsbeispieles einen aus Aluminiuni 
ausgebildetcn schcibenfdrmigen Trager 4, der aufcinerdcm 
Eingangsfenster 2 abgewandten Oberflache mil einer wenig- 
slens im Wesentlichen homogenen Schichl 5 versehen ist, 
die diese Oberflache vorzugsweise vollslandig uberzieht. Im 
Falle des vorliegendcn Ausfuhrungsbeispieles umfassl die 
wenigslcns im Wesentlichen homogene Schichl 5 wenig- 
slens eine intermetallische Verbindung, die wcnigslens eines 
der Elemenic Ti, N, C, Nb, Ta, Cr, Ni, Au, Zr, Cu, V, Mn, Fe, 
Co, Gc, Mo, Pd, Ag, Sb, Hf, W, Pt odcr Harlchrom odcr Ni- 
Cr-Vcrbundschichten aufweisen kann. Die wenigslens im 
Wesentlichen homogene Schichl 5 kann beispielsweise 
durch ein PVD (Physical Vapor Deposition) Verfahren, 
durch ein CVD (Chemical Vapor Deposition) Verfahren, 
durch Bedampfen odcr durch elektrolytisches Beschichten 
hergestellt werden. 

[0021] Die wenigslens im Wesentlichen homogene 
Schichl 5 ist wiederum mil einer im Falle des vorliegendcn 
Ausfuhrungsbeispieles im Wesentlichen Casiumjodid um- 
fassenden Ronlgenleuchtsloffschicht 6 versehen. die die 
auflrctTende Rontgenstrahlung in ein optisches Bild uniwan- 
delt. Aufgrund der homogenen Schicht 5, deren der Ront- 
genleuchtstoffschichl 6 zugewandten Oberflache insbeson- 
dere relativ glatt ausgefuhrt werden kann, kann eine relaliv 
homogene Struktur der Rdntgenleuchtstoffschichl 6 auf der 
homogenen Schicht 5 in an sich bekannler Weise crzeugt 
werden . 

|0022) Die Rontgenleuchtstoffschichl 6 ist mil einer vor- 
zugsweise im Wesentlichen Anlimon und mehrere Alkali- 
metalle umfassenden diinnen Schicht, welche als Photoka- 
thode 7 dient, versehen. Die Photokathode 7 wandelt in an 
sich bekannler Weise das von der Rontgenleuchtstoffschichl 
6 erzeugte optische Bild in eine Elektronenverteilung urn. 
[0023] Der Photokathode 7 ist eine Elektroden umfas- 
sende Elektronenoptik 8 nachgeschaltet, die von nicht dar- 
gestellten Haltern getragen wird und aufgrund einer an die 
Elektroden angelegte Spannung die von der Photokathode 7 
erzeugten Elektronen der Elektronenverteilung in Richtung 
eines Ausgangsleuchtschirmes 9 beschleunigt. 
[0024] Der Ausgangsleuchtschirm 9 ist auf der Ausgangs- 
seite des Rontgenbildverstarkers RB 1 angebracht. Er weist 
einen im Wesentlichen Glas umfassenden Trager 10 auf, der 
gleichzeitig ein Austritlsfensler des Rontgenbildverstarkers 
RB 1 darstellt und auf einer in das Innere des Vakuumge- 
hause 1 des Rontgenbildverstarkers RB 1 zeigenden Ober- 
flache mil einer vorzugsweise gleichmaBigen Leuchtstoff- 
schicht 11, die beispielsweise im Wesentlichen ZnCdS : AG 
aufweist, versehen isl. Die von der Elektrodenoptik 8 be- 
schleunigt en Elektronen trcften auf den Ausgangsleucht- 
schinn 9 auf, wodurch ein optisches Bild auf dem Aus- 
gangsleuchtschirm 9 entstcht. 

1 0025] In Fig. 2 ist eine zweite Ausfuhrungsfonn eines er- 
findungsgemaBen Rontgenbildverstarkers RB 2 schema! isch 
dargestellt. Wenn folgend nicht anders beschrieben, sind Be- 
standteile des in Hg. 2 gezeigten Rontgenbildverstarkers 
RB 2, welche mil Bestandteiien des in Fig. 1 gezeigten 
Rontgenbildverstarkers RB 1 weitgehend bau- und funkii- 
onsgleich sind, mil dense 1 ben Bezugszeichen versehen. 
[0026] Im Unterschied zu dem in Fig. 1 gezeigten und 
vorstehend beschriebenen Rontgenbildverstarker RB 1. ist 



die in das Innere des Rontgenbildverstarker RB 2 zeigende 
Oberflache des im Falle des vorliegendcn Ausfuhrungsbei- 
spieles aus Aluminiuni ausgebildetcn Eingangsfenslers 2' 
mi t einer wenigslens im Wesentlichen homogenen Schichl 

5 5' versehen. Die homogene Schicht 5' umfassl wenigslens 
eine intermetallische Verbindungen, die wenigslens eines 
der Elemente Ti, N, C, Nb, Ta, Cr, Ni, Au, Zr, Cu. V, Mn, Fc, 
Co, Ge, Mo, Pd, Ag, Sb, I If, W, Pt oder Hartchrom odcr Ni- 
Cr-Verbundschichien aufweisen kann. Wie bereits zuvor bc- 

10 schrieben, kann die homogenen Schicht 5' beispielsweise 
durch ein PVD (Physical Vapor Deposition) Verfahren, 
durch ein CVD (Chemical Vapor Deposition) Verfahren, 
durch Bedampfen oder durch eleklrolytisches Beschichten 
hergestellt werden. 

15 [0027] Die homogene Schicht 5' isl wiederum mil einer im 
Falle des vorliegcnden Ausfuhrungsbeispieles im Wesentli- 
chen Casiumjodid umfassenden Rontgenleuchtstoffschichl 
6' versehen, die die auftreffende Rontgcnsirahlung in ein op- 
tisches Bild umwandelt. Das Eingangsfenster 2' ist also 

20 gleichzeitig der Trager 4' des Eingangsleuteschirmes 3' des 
Rontgenbildverstarkers RB 2, 

|0028] Da das Eingangsfenster 2' gleichzeitig den Trager 
4' des Eingangsleuchtschirmcs 3' darstellt, werden die Ferti- 
gungskosten des in Fig, 2 dargestellten Rontgenbildverstar- 

25 kers RB 2 im Vergleich zu dem in Fig. 1 gezeigten Rontgen- 
bildverstarker RB 1, bei dem das Eingangsfenster 2 nicht 
gleichzeitig den Trager 4 des Eingangsleuchtschirm 3 dar- 
stellt, reduziert, da z. B. Material eingespart werden kann. 
Aufgrund der homogenen Schichl 5', deren der Ronlgcn- 

30 leuchlstoffschicht 6' zugewandten Oberflache insbesondere 
relativ glatt ausgefuhrt werden kann, kann eine relativ ho- 
mogene Struktur der RontgenleuchlstolTschicht 6' auf der 
homogenen Schicht 5' in an sich bekannler Weise crzeugt 
werden. 

:<5 [0029] Die Rontgenleuchtstoffschichl 6' des in Fig, 2 dar- 
gestellten Rontgenbildverstarkers RB 2 ist niit einer im We- 
sentlichen Anlimon und mehrere Alkalimetalle umfassen- 
den dunnen Schichu welche als Photokathode T dient, ver- 
sehen. 

40 [0030] In Fig. 3 ist eine weitere Ausfuhrungsfonn eines 
erfindungsgemaBen Rontgenbildverstarkers 3 schema- 
tisch dargestellt. Wenn folgend nicht anders beschrieben, 
sind Bestandleile des in Fig, 3 gezeigten Rontgenbildver- 
starkers RB 3, welche mil Bestandteiien des in Fig. 1 ge- 

45 zeigten Rontgenbildverstarkers RB 1 weitgehend bau- und 
funktionsgleich sind, mil denselben Bezugszeichen verse- 
hen. 

[0031] Im Gegensatz zu der wenigsten im Wesentlichen 
homogenen Schicht 5 des in Fig. 1 dargestellten Rontgen- 

50 bildverstarkers RB 1 umfassl die wenigslens im Wesentli- 
chen homogene Schicht 5" des in Fig. 3 gezeigten Rontgen- 
bildverstarker RB 3 wenigslens eine Oxidschichi. Diese 
Oxidschicht kann wenigslens eines der Oxide T1O2, AI9O3, 
Zr0 2 , Si0 2? CaO, MgO oder Chromoxide umfassen. Des 

55 weiteren ist diese Oxidschicht beispielsweise durch ein 
PVD (Physical Vapor Deposition) Verfahren oder durch ein 
CVD (Chemical Vapor Deposition) Verfahren oder durch 
Aufdampfen oder durch ein galvanisches Anodisierverfah- 
ren oder insbesondere durch das Sol-Gel- Verfahren herstell- 

60 bar. 

[0032] Analog zu dem in Fig. 2 gezeigten Rontgenbild- 
verstarker RB 2 kann auch das Eingangsfenster 2 des in Fig. 
3 gezeigten Rontgenbildverstarkers RB 3 gleichzeitig der 
Trager 4 des Eingangslcuchtschirms 3 sein. 
65 [0033] In Fig. 4 ist cine weitere Ausfuhrungsfonn eines 
erfindungsgemaBen Rontgenbildverstarkers RB 4 schema- 
tisch dargestellt. Wenn folgend nicht anders beschrieben. 
sind Beslandteile des in Fig. 4 gezeigten Rontgenbildver- 
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starkers RB 4, wclche mil Bcstandtcilcn des in Fig. 1 ge- 
zeigien Ronlgenbildverstarkers RB 1 weitgehcnd bau- und 
funktionsgleich sind, mil dcnselben Bczugszcichen verse- 
hen. 

100341 Ini Gegensatz zu der wenigstens ini Wesent lichen 5 
hoinogenen Schicht 5 des in Fig. 1 dargestellten Rontgen- 
bildverstarkers RB 1 kann die homogene Schichl 12 des in 
Fig. 4 gezeigien Ronlgenbildverstarkers RB 4 wenigstens 
eine amorphe KohlenstotYschicht aufweisen, welche initiels 
cines vorzugswcise relativ diinncn, beispielsweisc eine 10 
Dicke ini nm-Bereich aufweisenden Haftvermittlers 13 an 
der in das Innere des Ronlgenbildverstarkers RB 4 zuge- 
wandten Oberflache des Tragers 4 angeordnel ist. Der Haft- 
vermittlcr 13 kann beispielsweisc Ti, Si, oder Ta uinfassen. 
Der Bindungscharakter in der KohlcnstolTschichl kann zwi- 15 
schen den Bindungscharakteren von Graphil und Diamant 
liege n. 

[0035] Analog zu dcm in Fig. 2 gezeigien Rontgenbild- 
verstarker RB 2 kann aueh das Eingangsfenster 2 des in Fig. 
4 gezeigien Ronlgenbildverstarkers RB 4 gleichzeilig der 20 
Trager 4 des Eingangsleuchtschimis 3 sein. 
[0036] Altemativ zu den Eingangsleuchtschirmen 3 der in 
Fig. 1, Fig. 3 und Fig. 4 gezeigien Rontgenbildverstarker 
RB 1, RB 3, RB 4 konnen die aus Aluminium ausgebildelen 
Trager 4 auch aus einem Aluminium, aus einer Aluminium- 23 
iegierung oder aus einem wenigstens eine Aluminiumlegie- 
rung umfassenden Material ausgebildet sein. Ebenfalls kann 
das Eingangslenster 2' bzw. der Trager 4' des in Fig. 2 dar- 
gcstellten Ronlgenbildverstarkers RB 2 aus einem Alumi- 
nium, aus einer Aluminiumlegierung oder aus einem wenig- 30 
slens eine Aluminiumlegierung umfassenden Material aus- 
gebildet sein. 

[0037] Die Ausfuhrungsbeispiele sind im ubrigen nur ex- 
emplarisch zu verstehen. 

35 

Patentanspriiche 

1 . Rdntgenbildverstarker (RB 1. RB 2) mil einem Ein- 
gangsleuchtschirm (3, 3'), welcher einen aus einem 
Aluminium oder aus einem wenigstens eine Alumini- 40 
umlegierung umfassenden Material ausgebildelen Tra- 
ger (4, 4') aufweisu wobei der Trager (4, 4') auf einer 
Oberflache mit einer wenigstens im Wesent lichen ho- 
inogenen Schicht (5. 5') versehen ist, die wenigstens 
eine intermetallische Verbindung aufweist und mit ei- 45 
ner RontgenleuchtstofTschichl (6, 6') versehen ist. 

2. Ronlgenbildverslarker (RB 1, RB 2) nach Anspruch 
1, bei welchem die intermetallische Verbindung wenig- 
stens eines der Eleniente Ti, N, C, Nb, Ta, Cr, Ni, Au, 
Zr, Cu, V, Mn, Fe, Co, Ge, Mo. Pd, Ag, Sb, Hf, W, Pi 50 
umfasst. 

3. Ronlgenbildverslarker (RB 1, RB 2) nach Anspruch 
1, bei welchem die iniernietallische Verbindung Harl- 
chrom oder Ni-Cr-Verbundschichten umfasst. 

4. Rontgenbildverstarker (RB 1, RB 2) nach einem der 55 
Anspruche 1 bis 3, bei welchem die intermetallische 
Verbindung durch ein PVD (Physical Vapor Deposi- 
tion) Verfahren oder durch ein CVD (Chemical Varx>r 
Deposition) Verfahren oder durch Bedampfen oder 
durch elektrolytisches Beschichten herstellbar ist. 6») 

5. Ronlgenbildverslarker (RB 3) mit einem Eingangs- 
leuchtschirm (3,), welcher einen aus einem Aluminium 
oder aus einem wenigstens eine Aluminiumlegierung 
umfassenden Material ausgebildelen Trager (4) auf- 
weist, wobei der Trager (4) auf einer Oberflache mil ci- 65 
ner wenigstens im Wesentlichen homogenen Schichl 
(5") versehen ist, die wenigstens eine nach dem Sol- 
Gel- Verfahren hergeslellle Oxidschichl aufweist und 
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mil einer RontgenleuchtstoiTschichi (6) versehen isi. 

6. Rontgenbildverstarker (RB 3) nach Anspruch 5, bei 
welchem die Oxidschichl wenigstens eines der Oxide 
Ti0 2 , Al 2 0 3 , 7.rO : , Si0 2 , CaO, MgO oder Chromoxide 
aufweist. 

7. Rdntgenbildverstarker (RB 4) mil einem Eingangs- 
leuchtschinn (3), welcher einen aus einem Aluminium 
oder aus einem wenigsiens eine Aluminiumlegierung 
umfassenden Material ausgebildelen Trager (4) auf- 
weist, wobei der Trager (4) auf einer Oberflache mit ei- 
ner wenigsiens im Wesentlichen homogenen Schicht 
(12) versehen ist, die wenigstens eine amorphe und 
mitleis eines Haft vermit tiers (13) an die Oberflache des 
Tragers (4) angeordnete Kohlensloffschicht aufweist 
und mit einer Rontgenlcuchtstoffschicht (6) versehen 
ist. 

8. Rontgenbildverstarker (RB 4) nach Anspruch 7, bei 
welchem der Haft verm it tier (13) Ti, Si, oder Ta um- 
fasst. 

9. Rontgenbildverstarker (RB 2) nach einem der An- 
spruche 1 bis 8, bei welchem der Trager (4') des Ein- 
gangsleuchtschirmes (3*) ein Eingangsfenster (2') des 
Rontgenbildverstarkers (RB 2) bildet. 

10. Rontgenbildverstarker (RB 1. RB 2, RB 3, RB 4) 
nach einem der Anspruche 1 bis 9, bei welchem die 
Rontgenleuchtstorfschicht (6, 6') im Wesentlichen Ca- 
sium jodid (CsJ) aufweist. 
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